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１．概要（Summary） 

間接遷移型半導体は、そのバンド構造からバンドギャッ

プエネルギー付近での光の吸収が弱いことが知られてい

る。すなわち、伝導帯下端と価電子帯上端の波数が異な

るため、伝搬光のみによる励起が難しく、物質中のフォノ

ンとカップリングすることで波数保存則を満たす必要があ

る。ここでのフォノンとのカップリングの確率が非常に低い

ため、吸収端付近での吸収が弱くなってしまうのである。 

そこで、本研究では、近接場光が持つ大きな波数を利

用することで、フォノンの波数を使わずに電子を励起する、

という遷移過程の実現を目指している。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置(F5112-VD01)、マスク・

ウエーハ自動現像装置群 、光 リ ソグ ラフ ィ装置

(PEM-800)、アニール炉 

【実験方法】 

上記に記載した装置を利用して、シリコン横型 pn 接合

を作製した。作製後の基板表面で発生する近接場光を効

率よく検出するために横型の pn 接合を作製した。デバイ

スとして、バルクシリコン基板、SOI基板を用いた pn接合

に加えて、pin構造を作製した（Fig. 1）。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製後、近接場光発生用に、金ナノ微粒子を塗布した。

塗布前後での光電流を測定したところ、微粒子塗布後に

おいて有意な光電流増加を確認することができた。これは、

ナノ微粒子近傍で発生した近接場光による効果と考えら

れる。 
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Fig. 1 Fabricated Si pin junction. 


